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L'invention a pour but la réalisation, en circuit
intégré, d'un inverseur logique utilisant des transis-
tors & effet de champ & faible tension de seuil ainsi
qu'une diode de commutation.

On connait de fagon classique les transistors a
effet de champ dits normalement conducteurs ("normally -
on" ‘en anglais) et les transistors normalement
("normally off" en anglais). Les premiers sont blogués
par déplétion, nécessitant une alimentation & double
polarité et présentant en outre 1'inconvénient d'une
consommation de courant électrique & 1'état de repos.
Les seconds laissent passer le courant quand on appll-

.

gque une tension appropriée & la grille de commande :
1ls ne nécessitent pas une alimentation & double pola-
rité et sont plus économiques, mais par contre diffici-
les &4 réaliser, & cause de la trés faible épalsseur

du canal de conduction en donnant lieu 4 un grand i
nombre de déchets de fabrication.

Une troisiéme catégorie de transistors a effet de
champ, qul est intérmédiaire entre les deux précédentes
tout en se rapprochant de la deuxiéme, est constituée
par les transistors quasi-normalement bloqués : ils
sont bloqués pour une tension de semil Vp qul peut &tre
positive ou négative, ce qui signifie que 1'on admet
une certaine dispersion dans la fabrication collective
de ces transistors quil est par exemple la suivante :

-0,5 Q,VT £.0,2 volt



